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摘 要

本研究於深孔放電加工機台上建立一局部電化學沈積系統，其中包含沈積電源分壓電路、電極與沈積板、沈積電流偵測迴

路、間隙控制器等裝置。文中會詳細探討沈積電流及沈積間隙等各種條件間的關係，如此便能找出間隙與回授電壓的關係

來取代回授增益，就能以此搭配伺服驅動系統來設計間隙控制器。在建立完整沈積間隙控制系統後，執行沈積實驗，找出

最好的沈積間隙即沈積電流。文中也探討不同電極直徑對回授特性的影響，以評估若要以微小電極沈積時，可能面臨到的

問題。
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